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マルチフェロイク CoCr2O4の薄膜作製 

1. はじめに 
マルチフェロイクというのは磁気秩序、強誘電

性、強弾性のうち二つ以上が同時に存在する物質

である。その中でも、磁気秩序と強誘電性が同時

に存在するマルチェロイクが特に興味を持たれて

いる。たとえば、スピンがらせん構造をとる磁気

秩序相では電気分極が現れる。このとき磁気秩序

と強誘電性は強く結合しており、磁場によって強

誘電性を操作できたり電場によって磁気秩序を操

作できたりする。このような磁気秩序と強誘電性

が同時に存在する物質に関しては、技術的な応用

が期待されている。 
2. 研究目的 
本研究ではマルチフェロイク物質である

CoCr2O4の薄膜を作製することを目的とした。 
3. 実験方法 
薄膜は、Pulsed Laser Deposition（PLD）法で

作製した。CoCr2O4 多結晶を固相反応法により作

製しとものをターゲットとした。用いた基板は

MgO(100)基板である。酸素圧(10~250mTorr)と基

板温度(550~700℃)を変化させ、薄膜作製に適した

条件を調べた。また、作製した薄膜の反射率と磁

化率を測定した。 
4. 実験結果と考察 
 CoCr2O4 は酸素圧 (10~100mTorr)、基板温度

(550~700℃)の条件で作製に成功した。図 1 は、酸

素圧 10mTorr、基板温度 700℃の条件で作製した

薄膜の X 線回折の結果である。CoCr2O4の 004 ピ

ークが観察された。図 2 は、CoCr2O4 の AFM 像

である。図 3 は、薄膜の反射率と MgO 基板の反射

率の結果である。この薄膜の反射率の結果はバル

クのCoCr2O4の反射率[1]と近い振る舞いをしてい

る。図 4 は、薄膜の磁化率の磁場依存性と温度依

存性の結果である。磁場依存性についてはバルク

の磁化率[2]と同じような振る舞いをしている。し

かし温度依存性はバルクの磁化率[2]のような、転

移点 Tc=93K 以下で値が大きくなる振る舞いは見

られなかった。これは、Co 金属が析出して、それ

が強磁性を出している可能性を示唆する。 
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図 1 X 線回折の結果 

 

 
 
図 2 CoCr2O4の AFM 像 
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図 3 CoCr2O4と MgO 基板の反射率 
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図 4 CoCr2O4の磁化率の磁場依存性と温度依存性

 


